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1. (a)畫出圖一電路之直流偏壓電路圖。(b)畫出圖一電路之小信號等效電路圖。(c)求出圖一電路

之電壓增益、輸出阻抗和輸入阻抗的值（各項參數自行假設並考慮Early電壓VA = ∞）。(d)電
容CB的值要多少較為適宜（假設VA = ∞）？（36分） 

 
 

 

 圖一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 一個以運算放大器組成之具反向組態之放大器（見圖二），若此運算放大器具有不可忽略之輸

出阻抗（也就是Rout ≠ 0），且運算放大器開迴路增益AO為有限值並需要考慮運算放大器的頻

率響應（即AO受頻率f影響，見圖三，ω = 2πf），則求出閉迴路增益（Vout/Vin）。（14分） 
 
 
 

圖二 圖三  
 
 
 
 
 

3. 一個 N 型 MOSFET 其飽和區電流電壓關係式為                   ，其中載子遷移率為

100 cm2/Vs，COX為 50 nF/cm2，W/L 比為 10，VT為 0.5 V。請問：  
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 (a) 其線性區電壓-電流關係式應該為何？（5 分） 

 (b) 當VD為0.5 V時，VG分別為0.1 V、0.5 V、1.0 V、2.0 V、2.5 V時，ID 應為多少? （10分） 

    (c) 經過製程調整，將閘極絕緣層厚度增加一倍，使 COX改變，而其餘參數不變，當 VD為 1 V 

      時，VG分別為 0.1 V、0.5 V、1.0 V、2.0 V、2.5 V 時，ID 應為多少？（10 分） 
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4. 如圖四 AE 為 BJT 元件之等效截面積，若 IREF 為 0.1 mA，請算出各小題 Icopy 及 I2 之值。（共

25 分，每小題 5 分） 
 

(e)(d) 

(c) (b)(a) 

圖四 

 

 


